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بي بسيار طرح تظار كه سالهاستاست،  جال م داشته را طرحهايي چنين دريافت ان ه به نگري آينده با. . . . . . ا  مسال

 : است شده ذكر طرح اين در من نظر مورد مشخصات كم دست و است شده نگريسته

أثير و طرح بودن دار آينده   بشر زندگي در آن ت
يجه در و دنبو نو   عرصه اين از ما نبودن عقب نت
 درخشان استعدادهاي و دانشمندان وجود 

يد اصولي بصورت كه است مواردي از باشد، يكي طرح اين مورد در ملاكها اين اگر   و شود پيگيري با

نساني نيروي نيز و بودجه لحاظه ب آن هاي پشتوانه ندركار دست ا  در پروژه يك بصورت و مشخص، ا

 . گيرد قرار مشخصي فرد يا دستگاه اراختي

 
كشورها، بنگاهها،  هاي اخير توجه  عرصة مهمي در علم و فناوري است كه در سال نانوتكنولوژي، 

نموده است حضور در اين عرصه براي كشورها . مراكز آموزشي و پژوهشي و محققان را به خود جلب 
ضرورت دارد ام اجتناب كشور ما نيز  پذير بوده و براي  گيري بموقع و صحيح  ا در اين عرصه تصميمنا

آن تشكيل شبكة نوآوري در محورهاي منتخب مي اصلي  لزامات  . باشد ضرورت داشته و يكي از ا
جامع و آينده طرح  اصلي  نگر و نهاد هماهنگ تدوين و اجراي  شرايط  بخشي نيز يكي ديگر از  فرا ندة  كن

مي  . باشد موفقيت در اين عرصه 

اول رئيس جمهوربخشي از پيام دكتر عارف  ، معاون 
ولوژي انقلاب صنعتي آينده  : به اولين همايش نانوتكن

اسلامي ايران  : رئيس جمهوري 
ماه(پيرامون طرح نانوتكنولوژي   )80تير 
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 ونيكي دو شاخه نانومدارهاي الكتر

هر چقدر  – 2002 نوامبر 25

متداول به سمت كوچكتر شدن  ترانزيستورهاي 

، توانايي خود را در تقويت سيگنالها  روند پيش مي

به معناي از دست دهند  ز دست مي ا كه اين امر 

. باشد دادن جايگاه آنها به عنوان ترانزيستور مي

تو مي موفق امروزه محققين با استفاده از اثرات كوان

با انشعاب  رونيكي  نانومدار الكت  Yبه ساخت يك 

بطور اه، شد  )YBS( ،  شكل ند كه سيگنالها را 

ياين .  كندتقويت ميهمزمان   شرح داده شده PRL نوامبر مجله 25نظير كه در شماره  وسيله ب

يكي از معدود  است نها   اتميمنجربه مدارهايي با ويژگيهاي هايي است كه ممكن است  طرح، ت

  .  شود

رانزيستورهاي اثرميداني تاژ ،  در ت رودول رونها درون سيمان، جري  گيتالكت  هاي الكت

قطعهمجاور ناميده مي ترانزيستور در مداريك .  كند  را كنترل مي اين  تقويت كننده   ، زيراشود ، 

راندمان .  درات وسيعتري در خروجي شوييبه تغ تواند منجر ژ در پايه گيت مي تغييرات اندك ولتا

رود گيت ميشود؛  گيت توسط ظرفيت آن مشخص مي با اعمال ولتاژ  تواندمقدار باري كه الكت

ر  نزيستورهاحاليست كه با كوچك شدن ترا در اين. عبور دهدخارجي  كمت ، ظرفيت گيت نيز 

بهره كاهش مي مي يا  تقويت سيگنال،   دانشگاه ورزبرگورچس از  وكاسل. يابد شود و در نتيجه 

بايد در . در نانوالكترونيك هستندمناسب همه در جستجوي مكانيزم بهره �: گويد آلمان مي

تظار نتايج جديد بود  �. ان

همكارانش، سرپرست تيم،  وي و آلفرد فورچل  تصميم به بررسي سوئيچ انبه همراه 

مدار ار كوچك مي شكل درYيك  بسي ند  ابعاد  توا
كلاسيك تقويت كند . سيگنالها را بهتر از ادوات 

ظرفيت كوانتومي اين  اثر ممكن است ناشي از 
 . باشد



نانوتكنولوژي  دي  -30شمارة (خبرنامة  2 )81نيمة دوم    

روني  تقسيم مي، در اين سو  شكل گرفتندYالكت .  شود ئيچ يك مسير سيگنال به دو شاخه 

، طبيعت موج گونه الكترون از اهميت  تحقيقات پيشين حاكي از آن است كه در اين ابعاد

از خود نشان خواهند داد  ها ظرفيتي كوانتومي YBS بر همين اساس، اي برخوردار است و ويژه

با وجود ولتاژ گيت اندك را بر بهره   . سازد هاي كوچك فراهم ميYBSاي كه امكان ايجاد 

رونهاي وارد شده به  يمه،  ، پيش روي خودYBSالكت شوند  هادي مواجه مي با مسيري ن

رونها به اين دوراهي . Y شكل دن، درست مان كند كه آنها را به دو دسته تقسيم مي هنگاميكه الكت

يك جفت  مي رودرسند   ولتاژ بر حسب،  دان  واقع شدهY گيت كه در سمت چپ و راست  الكت

رونهاا، خارجي اعمال شده به گيتها مانند . كنند ها هدايت مي اين انشعابدرون  به  رالكت

ي پايانهاختلاف،  ترانزيستورهاي معمول با جاري شدن الكترونها ) ورودي ( ها  هاي گيت  ولتاژ بين 

رات ولتا  تقويت ميYدرون انشعابات  با ژ گسترده شود و تغيي نشعا ايجاد ) خروجي (  تاي بين ا

دازه كافي كوچك هستندYBSدر .  كند مي انشعابات ممكن است تا حدودي ،  هايي كه به ان

تومي باشند "1تيگ خود" به   چرا كه اين انشعابات قادرند ظرفيتهاي كوان  كسب كنند كه منجر 

 . شود تقويت مضاعف سيگنالها 

يو آرسنيد ازايلايه، ورچس و همكارانش در  جهت آزمايش اين تئوري گال موجود م  ر   ب

با .   نانومتر تراشيدند50 مانندي به ضخامت Y  آلومينيوم گاليوم شكل آرسنيد لايهروي يك

بيني كرده بود،  ، بهره افزايش جريان الكترونها كلاسيك پيش   افزايش يافت بيش از آنچه فيزيك 

توسطورچس .   رسيد30و به حدود  كه اين بهره زياد  ر   ظرفيت كوانتومي احتمال داد  پذي توجيه 

موجود هماهنگ است زيرا،  باشد با اطلاعات  با اين وجود ،  شواهد بدست آمده از اين تئوري 

تحريك ": وي گفت. آزمايشهاي بيشتري بايد صورت گيرد،  وي اظهار داشت كه جهت اطمينان

بهYBSذاتي  كوچكتر   ممكن است محققين را قادر  سازد، زيرا اين ساخت مدارهايي با اجزاء 

------------------------------------------------------- 
1- Sel f-g ate  



نانوتكنولوژي  نيمة دوم دي-30ة رشما(خبرنامة    81( 3

تحريك خارجي كمتري احتياج دارند  ".مدارها به 

اصل ترانزيستوري جديدي ":  اعلام كرددانشگاه ايلينوي در اوربانا چمپينرل هس از كا

به باشد در اينجا وجود دارد و از آنجا كه اصول زيادي در اين مورد موجود نمي  سهولت ، اين امر 

ر از 10با وجودي كه اين وسيله . ممكن است منجر به كاربردهاي جديدي گردد زرگت  برابر ب

قابل تصور تا حدود ابعاد اتمي باشد  ميمدارهاي سيليكونيِ  عاد آن  كاهش اب پيش   ، امكان  قابل 

  ".بيني است

  org.psa.focus://http: منبع



نانوتكنولوژي  دي  -30شمارة (خبرنامة  4 )81نيمة دوم    

 اي نانولولهفظة  ادوات حا

رانزيستورها ي كربني در سا ها نانولوله -2002 دسامبر 4 ،  هي يشگا زما  ي آ خت ت

مونه هايي فظه يي و حا ي شيميا حسگرها بكاهاي امروز بسيار كوچكتر از ن ي توسعه  برا. ند ا ررفته ي 

باز مانعي بزرگ بور از به ع نيا، يل عملي هي به وسا يشگا زما آي  ها نمونه رل رشد  عنوان    كنت

 .  شد با ي م ها نانولوله

به آلي تبديل نانولوله  هاي فلزي 

نانولوله صورت تركيبي ا ها رشد  فلزي است كه نوع نيمه ها ز دو نوع نيمه   ب ن  دي آ ها دي و 

م كردند  علا  اIBM محققين 2001ل  وريل سا در آ.  شد با مطلوبتر مي،  ي فني ربردها ظ كا ز لحا ا

نانولوله  ي ا ا في درون دسته ل جريان كا رسا   ا كه با به ي فلزي ها  جهت سوزاندن لوله ها ز   موفق 

بكا در عين حال مقدا ند، ا شدهي فلزي ها حذف نانولوله تخريب لوله ر جريان  موجب   ي ها ر رفته 

 . نشده استدي   ها نيمه

ر اين، محققين در موسسه ما راي سا علاوه ب پلانك آلمان به روش ديگري ب خت  كس 

 در استفادهي ميكروسكوپي جهت  ها كه لولهاند  يافته  دستدي  ها ي نيمه ها ز لوله   ايي ها دسته

مايد توليد ميفظه  ادوات حا محققين را ا. ن به ا  قا ين روش،   و  ها ز نانولوله ي ا ا كسيد كردن دسته در 

به كوچكي ي منفرد كه ها لولهو نان يا ن2 قطري   .  زد سا رند مي نومتر دا ا 

ماانشمندان ز د يكي ا ، رد ركو بورگا ما پلانك موسسه تحقيقات حالت جامد   آلمان كس 

نانولوله  ي ا ا كسيد نمودن دسته ا": گفت به نيم ي فلزي را ها ، لوله  ها ز  .  كند دي تبديل مي  ها ه 

صورت آرايهتوانند كسيد شده مي ي ا ها دسته  و واحدهاي ساختماني هاي بزرگتر درآمده به 

با ارز  ي ا ها فظه  حااصلي قيمت   ".  تشكيل دهند  را لا ر با ت بسيا عا طلا ظرفيت ذخيره ا  ن 

هر  زد كه در هم سا ي فرا ا هفظ ، ادوات حا ظ تئوري ز لحا تواند ا يند مي ين فرآ ا": وي گفت
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  عدد 31 ظرفيتدل  يك ترليون بيت معا �. گيرد ر مي ن يك ترليون بيت قرا آنتيمتر مربع  اس

DVDشد با  مي  . 

با نيمي ين ا  درك ا محققين  نانولوله ها ز دسته  ا مركه  ه در  ي مدت چند ما يي كه برا ها ي 

فل شتند ا ر دا ز قرا ي با معرض هوا نوع  يمهز  .   كشف كردند يند را ين فرا ا،  دي تبديل شدند ها زي به ن

تفاين ا با كسيژن هوا ي ا تمها دهد كه ا ن جهت رخ مي ز آ ق ا  ا ي كربن موجود در  تمها  ا  

 .  زند سا كسيد غير فلزي مي ي فلزي تركيب شده و ا ها نانولوله

با ثر را ين ا محققين توانستند ا زودن   ا با   يا  در معرض هوا ها لولهدن نانو رت دا  حرا   ف

به ،  ست ن يونيزه شده ا ي آ تمها ست كه ا زي ا  گا،   سما پلا.  د كنند يجا  ا نها كسيژن به آ پلاسماي ا

ر يا لكترونها  كه ا ين معنا ا ته  تواند جريان ا رد و مي لت عادي دا  كمتري نسبت به حا ي بيشت لكتريسي

 .  يت كند  هدا را

ي  ها ز لوله ا, فظه اي از ادوات حا خت نمونه ي سا سيون برا كسيدا يند ا ز نتيجة فرا ققين امح

بهره گرفتند ا نانولوله ا، از ين ادوات در ا.  كسيد شده  يك  يا   نانولوله ي ا ا  دسته كسيد شده  ي  ها ز 

لكتريكي  ر ا ت بوسيله با عا طلا ا.  شود  استفاده ميدي ترانزيستور ها به عنوان كانال نيمه  كسيد شده ا

ذخيره شده در حفره موجود در سطح نانولوله كه  لكترون ا د اندكي   تعدا ندك متعلق به يك و يا ا

يا د شده ا يجا سيون ا كسيدا سطه ا بوا  آمورفي هستند  كربن هايتوده،   ها حفره.  گردد ن مي ست نما

نانولوله  . اندههاي كريستالي متصل شدكه به 

با نانولوله3ل  رسا  ا محققين  رق از درون   در حفره سطحي ذخيره  ري را ، با  ها  ولت جريان ب

با ، عموما لكترونيكي ي ا ها فظه حادر .  كردند .   ست امعادل صفر ن آ و نبود يك  معادلر  حضور 

رامحققين نانولوله گيري هدازه ندا جهت ا ندكي را  جريان ا  ,ها  و صفر ها ندن يك خواي   ب به   ها يت   ،

ز ديگر  بر بيشتر ا ر برا يتي هزا ز هدا ا, ر هستند وي با يي كه حا ها نانولوله.  ل كردند اسر ا  نها درون آ

 .  درن  برخورداهالوله
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نار بر  فظه ذخيره كننده با ادوات حا .  ع شدند بدا ا پيش  لها ، سا ر ولين با ي ا  برا ها ي نانولوله مب

راً ا نسيلوانيا و دانشگاه مري لندتي در  قاتحقي ي ها  گروه خي موفق به سا دانشگاه پ هي  يشگا زما خت آ  

 .  ند ا ت شده لا رآ بزا اين ا

ما ابزار حا": م كرد علا رد ا بورگا پلانك قا فظه موسسة  با  ادر كس   بمدت   را رها ست 

باةمحققين مريلند زمان ذخير �. زد  در خود ذخيره سا ها فظه ير حا ني تري نسبت به سا طولا  را ر  

نيا  سا4/1حدود  نا بر ا.  رش كردند عت گزا  سا16  عت و محققين پنسيلوا رد ابزار  ت بورگا را ظها ب

ادوات .   روز در خود ذخيره كند12ز  ا مدتي بيشي   برا  را رها ست با در ا  قاكس پلانك فظه ما حا

به عنوان حا ر مي فظه ذخيره كننده با حا كه هنگا مپيوتر  كاغيرفرارفظه  تواند  ش ت عا طلا م قطع برق ا ، 

 .  ده شود ستفا ، ا كند  حفظ مي را

يا ديا ستا ، ا وينسنت كرسپي فيزيك دانشگاه پنسيلوان   ست هم ار م ين تحقيق بسيا ا�:  گفت ر 

با سه ازد كه به سا در مي  قا فظه را و ادوات حا نظر مي. ل مجهز شود تصا  يك نانولوله   كه رسد به 

با ين ا  ".ست ا ر شده خود بخود پديدا،  ر تله 

ي عملي، محققين به كنترل دقيق و  ربردها ين وسيله در كا رگيري ا ز بكا  پيش ا

با تكرا نيا رپذير روي مشخصات تله   .  شت هند دا  خواز ر 

مطا محققين قصد دا": شت ر دا ظها رد ا بورگا يشتر فرا  رند به  سيون و طبيعت  كسيدا يند ا لعه ب

ما يي قا ت شيميا حا صلا بي به ا ديگر آنها دستياهدف .  دزن ر بپردا با ي ذخيره ها حفره  نند بل كنترل 

 كههاست  به نانولوله فلزي كوچكي ها  توده يي يا  شيمياسب تركيبات منايي  لكتروشيميا ل ا تصا ا

را  مياز اين اتصالات با توان ب  ". دكرده  ستفا ر ا ي ذخيره 

نانولوله محققين مي الِمِان حا": وي گفت ده در نل آي  ده سا ظرف پنج تاتواند  فظه 

ردها كا  �. ر گرفته شود ي عملي بكا رب

بورگارد در شما  منتشر Lett. Phy. App مجله 0022تبر ك  ا21ره  نتايج تحقيقات گروه 
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پلانك نجمن ما اتحقيق توسط ين  ابودجه .  شده است  مين گرديد تا كس 

 com.trnmag.www://http: منبع
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الكترون جديد براي ميكروسكوپهاي الكتروني  منبع 

از عوامل محدود كننده  -2002 نوامبر 28

دازه  عملكرد ميكروسكوپ الكتروني مي توان به ان

رونهاي آن اشاره كرد روزه . و روشنايي منبع الكت ام

 چند ديواره ساخته يمنبعي از نانولوله كربن

به  فوق هر دو عواملدتوان كه مياست  شده  را 

ملاحظه  . اي ارتقاء دهد شكل قابل 

روشنايي   منبعارتباط بين اندازه و 

ميكروسكوپ رونيدر  موثر و روشنايي منبع ارسال الكت ،  الكتروني همواره بين اندازه 

نقطه كوچكتر. وجود داردارتباط معكوس  به افزايش ميدرجه تفكيك تصوير را, يك  ما   دهد، ا

نويز را كاهش داده ، روشنايي بيشتر، در مقابل. زمان انتخاب تصويرافزايش  و  نويزقيمت افزايش

كلي. سازد فراهم ميو امكان انتخاب سريعتر تصوير را در ازاء درجه تكفيك كمتر  , بطور 

يكي سبب كاهش ديگري مي كه بر اساس م. شود افزايش  مجله اي كه در  الهقاين در حاليست 

Natureينيلز ديونگ و همكارانش موفق به ساخت منبع الكتروني از نانولوله كربن,  منتشر شد 

ضاد بين اندازه و روشنايي منبع را بهبود بخشيده تواند اند كه روشنايي زيادي داشته و ميهشد و  ت

روني و ساير وسايل  زايش دهد پرتو الكترون رامبتني برعملكرد ميكروسكوپهاي الكت  .  اف

ب,  در طول يك دهه گذشته, پيش از اكتشاف آنها كاربردهاي  نانولولهةلقوافهرست  هاي   

قابل ملاحظهيكربن رة وسيعي. اي افزايش يافته است  به شكل  ردهاگست   ناشي از از اين كارب

نايي رونگسيل در  اين موادتوا   اين؛ استداني الكتريكيتحت مي، خلاءمحيط  درون  به الكت

تعداد زيادي از وسايل , اكنون هم. است  شناخته شده از كاتد سرد ميدانگسيلويژگي با عنوان 

يك گسيل كنندة ميدان  TEMتصوير   از 
اي يك تيرك تنگستن اي كه به انته نانولوله

است  .متصل شده 
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, لامپهاي فلوئورسنت: از  ساخته شده است كه عبارتندي كربنهاي ميدان نانولوله گسيل برمبتني

مهمترين . ايكس اشعهميكروتريودهاي خلاء و حتي منابع قابل حمل , مسطحهاي  صفحه نمايش

گسيل كنندهمزيت استفاده از مقاومتر بوده و  اي در اين است كه انتظار ميلولههاي ميدان نانو  رود 

باشدگسيل  رايجهزينه ساخت كمتري نسبت به مواد  پيشرفته كه كاربردهايدر .  ميدان داشته 

يمانند ساخت ميكروسكوپهاي الكت, هزينه از اهميت كمتري برخوردار است ر , مرغوب رون ساي

نانولوله ميدانگسيلخواص  رخورد ها از اهميت ويژه   . ار استاي ب

رون كه در تعيين درجه تفكيك ميكروسكوپ الكتروني بسيار  يكدو ويژگي  منبع الكت

رونهاي , باشند مهم مي  روشنايي"  خاصيتي معروف به شده وگسيلانرژي ساطع شده از الكت

 در يهاي كربن  شده بوسيله نانولولهگسيلاد شده توسط الكترونهاي انرژي ايج. باشد مي "1هديهاك

مطالعات پيشين اندازه راي ساخت ميكروسكوپهاي  گيري شده برخي از  است كه بسيار محدود و ب

روني ايدمرغوب موثر منبع . ستاآل  ه  الكت ندازه  به چگالي جريان و ا روشنايي كاهيده كه 

رون وابسته است به خوبي شناسا  . است يي نشدهالكت

راي تخمين روشنايي كاهيده و همكارانشان  يونگ ميدان2كريت ، يكب  گسيل 

نانولولاي نانولوله با شكل مناسب بهي كربنة را بوسيله اتصال    انتهاي يك تيرك چند ديواره 

روني خلاء بكارگرفو هساخت، تنگستن شكل (تند  به عنوان منبع الكترون يك ميكروسكوپ الكت

ر الكترونهاي  .)را ببينيد رسيم امتداد مسي ر   نانو2  را حدودمنبعشعاع  ةانداز، شدهگسيل آنها با ت مت

رونها از يافته   انتهاي نانولوله در دورن مخروط باريكي درمحاسبه كردند كه بيشتر الكت  انتشار 

 A sr-1 m-2 V-1 109×3اين منبع حدود آنها دريافتند روشنايي كاهيده, مهمتر آنكه. بودند

يهازنيز باشد كه از محاسبات پيشين و  يم بيشتر  , منابع الكترون موجود و در حال مصرف كل

------------------------------------------------------- 
1- Reducd  brightness  

2- Tip 
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 . باشد مي

راً با استفاده از   بيشتر از يدهكاه، روشنايي  اتميباريك وهاي بسيار گسيل كننده اخي

تحقيق گزارش شده گسيل آنها بسيار كوتاه استاست ايجاد شده آنچه در اين  ما زمان  .  است، ا

ردهاي عملي نامناسب ميهمين امر آنها را كارب مقابل. سازد  براي  پايداري منابع , در  قدرت و 

مفيدي بيش از چند صد ساعت دارندينانولوله كربن اين امر بعلاوه .  استثنايي است و طول عمر 

رژي اندك گسيل مقايسه و حتي كمتر از ساير منابع( ان دازه كوچك ) قابل  و روشنايي شديد و ان

رجستهآن بالا  ها منجر به پيشرفتهاي ب اي در عملكرد ميكروسكوپهاي الكتروني با درجه تفكيك 

مانند طيف جديدهاي خواهد شد و به پيشرفت در روش  نگاري تلفات انرژي  شناسايي مواد 

 .  كمك خواهد كردي و هولوگرافي الكترون1نورتكلا

  com.nature.www://http :منبع

------------------------------------------------------- 
1- Electron-en ergy - Loss sp ectros copy  
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 استا رهاي هم ساخت كريستال فوتونيك توسط نانولوله

گروهي از  - 2002 دسامبر 4

نانولوله  هم يهاي كربن دانشمندان، با رشد 

نقاط دستهروي ، راستا يكل هايي از  ي كه ن

  سامانهاي خود يتوگرافي نانوكرهلتوسط 

، موفق به ساخت  اند ايجاد شده

  . دكريستالهاي فوتونيك شدن

مركز سيستمهاي ز  قيني امحق

Nat ) لات متحدهنظامي ارتش ايا ick ) ،

نانو و دانشگاه ماساچوست در بوستن و كالج بوستن ه در ايالات متحده و آزمايشگاه  -انموسسة 

توا ، دريافتند كه اين كريستالها مي  آلمانميتنر ت مخابرالكترونيك و  توانند كاربردهايي در اپ

 .  داشته باشند

نانوساختارها ابعادي در حدود طول موج نور ": ، اعلام كرد ژيفن رن از كالج بوستن

بكار روند پوياكلكتروني اپتوا توانند مستقيما به عنوان ادوات مرئي دارند و به همين دليل مي    .

نانوآنتن ها مي مثال آرايشهايي از نانولولهبراي  ند  مان نند  به هاي نوري عمل كنند توا  كه قادر 

نوري مي  �. باشند دريافت و ارسال مستقيم امواج 

راي ساختن كريستالها بتدا  دانشمندان ب از  لايهيك  براي دسامانيخوشرايط ، ا

راهم نمودند 10ي حدود يرن در مساحتااست هاي پلي نانوكره  ميليمتر مربع روي زير لاية سيليكون ف

نانوكره. روي زير لايه نشاندند ذرات كاتاليزور نيكل را و سپس به عنوان  آنها از   براي ماسكيها 

يرن توسط ااست حذف ذرات پلي ؛ استفاده كردنديلكترون  پرتو اليتوگرافيرسوب نيكل توسط 

بوريي، ساختار تولوئن نقاط نيكل  لانه زن  .  گذارد  جا ميبر از 

الا از چپ به راست از  تك لايه: رديف ب اي متراكم 
ليكون؛ نقاط  كره ر لاية سي ر روي زي استايرن ب لي  هاي پ

استايرن روي زير لايه  لي  استفاده از ماسك پ ا  كه ب نيكل 
يه نشانده شده و آرا نه اند  نولوله اي شا از نا  هاي همراستا  اي 
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زوري تالي نقاط نيكلي به عنوان كا نانولوله  اين    هم راستا توسطيهاي كربن براي رشد 

ما دريافتيم كه ": رن گفت. كنند  عمل مي1امسلاپ فرايند رسوبدهي شيميايي بخار به كمك

نانولوله و نيز ايجاد تنوع در آرايش  ". مكانپذير استهاي آنها ا خودساماني ارزان قيمت 

نظر مي،  ي هم راستا بدليل شكست نور مرئيها آراية متناوب نانولوله رن .  رسد رنگي ب

نفعالا": اعلام كرد قوي بين آرايه ما براي اولين بار نشان داديم كه فعل و ا  متناوب هايت 

نفعال سادهفعل .  وجود داردمرئي   الكترومغناطيستشعشعها و  نانولوله كه  وجوداي و ا  منجر دارد 

ر رات تداخل و وبه ب نفعالات كريستادرست،  گردد  ميتفرق نورز اث فوتونيك كه  مانند فعل و ا  ل 

تهاي پراكنش  تغيير داده و موجب پيدايش نوارهاي روشن و تاريك نور  رافوتونيك حال

 �.شود مي

قطعاتي چون دي مولتي": وي ادامه داد  دي، 2اهرسكلپ كريستالهاي فوتونيك در ساخت 

از  در ميان كاربردهايي كه.  هاي ارزان قيمت كاربرد دارند ، فيلترها و سوئيچ3اهروتلاودم

توان به فيلترهايي با  د مينگير مانند نوارهاي روشن و تيره بهره مي, ويژگيهاي فوتونيك آرايشها

بازتاب بدون تلفات اشاره كردشراندمان بالا و سطوح    ." 

به ذكر است كه اين   ها و افزايش گروه به فعاليت خود جهت ارتقاء كيفيت نانولولهلازم 

تلاش ": اظهار داشترن .  ادامه خواهد داددساماني خوهايه آرامقياس توليد ما همچنين در 

نانولوله نشانيد ديگر با استفاده از   و موايهاي كربن جهت تركيب  تا  فيلم نازكلايه    هستيم 

پتوا رو قطعات نوري با خواص ا مطلوب ايجاد كنيملكت فعاليتهاي خود را در ،  مهمتر آنكه.  نيك 

نه كاربرد ادواتي كه ا بنيادي نور در  ز خوا زمي گيرند ادامه خواهيم   مي بهرهيا هاي نانولولهرايهآص 

  ".داد

------------------------------------------------------- 
1- PECVD 
2- Demultiplexer  

3-Demodulator 
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تايج تحقيقات مجله اخود ر اين دانشمندان، ن  .  گزارش كردندttersNano Le در 

org.nanot:  منبع echweb://http  
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 DNAروش جديد تشخيص 

يوعرولات حيكي از ت- 2002 دسامبر  تكنولوژي صه نانوب

يا، بركلي يفرن يابي به مم )UC(دانشگاه كال كن است منجر به دست

تشخيص دارو شود يماري و  راي تشخيص ب . ابزاري جديد ب

اي است  به گونهDNAحجم اين ابزار مبتني بر تراشه تشخيص 

 . گيردميكه درون جيب جاي 

اين دانشگاه و از ، استاد بيومهندسي ليدكتر لوك

به شرح يك تراشه اندازهاي بركلي، به همراه دانشجو بنيانگذاران مركز حسگرها و راه يانش 

 . رود به كار ميDNAاش در تشخيص كوچك پرداخت كه به واسطه خواص الكتريكي

يتراشه" با DNAهاي اين ميكرو ارايه  و DNAهاي قادر به آناليز نمونه "هاي ژن

 DNAاي با دهها هزار رشته هاي سيليكوني يا شيشهاين تراشه. كي آنها هستندتشخيص بيولوژي

پوشانده ميكه جفت رشته توالي DNAهر . شوندهاي آنها از هم جدا شده است،   مرجع از يك 

كه كد ژنتيكي آن محسوب مي راي هر مريضي يا . شوندباز خاص تشكيل يافته است  اين كدها ب

بفردند و   . گردد ميDNAهمين انحصاري بودن آنها است كه موجب تشخيص پاتوژن، منحصر 

به رشتهDNA نمونه  آزمايش  راي تجزيه و تحليل،  مورد  هم تبديل شده و ب هاي مجزا از 

بازهاي خاص ديگري متصل DNAاز آنجا كه بازهاي خاص در . شودوارد تراشه مي  هميشه به 

مكمل خود تركيمي با رشته  نظر  مشخص كردن اينكه . ب خواهد شدشوند، رشته مورد   DNAبا 

با كدام رشته تركيب شده است مي نظر  سعي در , حال مسئله اصلي. توان آنرا شناسايي كردمورد 

 .  با همديگر استDNAهاي تشخيص تركيب شدن رشته

لي  دكتر 
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 بر مبناي تشخيص DNAتشخيص  بسياري از سيستمهاي تجاري ": طبق اظهارات لي

مجبوريد  نوري كار مي  را DNAكنند و شما 

متصل كرده و  مولكول فلورسنت  به يك 

زر تحريك كنيد و سپس فلورسانس  با لي آنرا 

 ".شدن آنرا ببينيد

ياز به استفاده از ديگر  در اين زمينه ن

رومغناطيسي در روشهاي مغناطيسي و  الكت

زات تشخيص DNAنشاندارد كردن   و تجهي

باشند بلكه هزينه بالايي نيز احتياج طبق اظهارات لي، اين فرآيندها نه تنها زمان بر مي. باشدآن مي

 . دارند

ي، مبتني بر استفاده از الكترونيك به جاي اپتيك است وي با استفاده از فنون . روش ل

نانومتري، تراشه  50ي پلي سيليكوني ساخته است كه داراي نانوشيارهايي به پهناي هاساخت 

يك رشته . نانومتر هستند نانوشيارها  شود و  مرجع قرار داده ميDNAدورن هر كدام از اين 

ره بار(سپس ولتاژي بر روي آن اعمال شده و ظرفيت آن  نايي ذخي ندازه) توا . شودگيري ميا

با  كند، توسط  تغيير ميDNA هايتركيب شدن رشتهظرفيت مواد موجود در شيارها كه 

دازه  . شودگيري ميخاصيت دي الكتريك اين مواد ان

با مشاهده DNAتوانيد شما مي": گويدلي مي  نمونه را به سطح تراشه اضافه كرده و 

 ". پي ببريدDNAهاي تغيير در سيگنالهاي الكتريكي، به تركيب شدن رشته

تلاشند تا حس مرحله " :گويدوي مي. اسيت اين وسيله را افزايش دهندلي و تميش در 

كشي نانومتري، جهت كنترل جريان ات، طراحي يك سيستم نانوسيالاتي، لولهبعدي تحقيق

DNAنمونه درون شيارها است ."  

ارهاي  راي قرار گرفتن 50شي هاي DNA نانومتري ب
 مرجع
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پليمرهاي , طبق اظهارات وي رونيك حالت جامد و  اين كار در سطح مشترك الكت

كه توسط ازيستي نرم مي يرگباشد   . شوندهاي زنده ساخته ميسمان

 edu.berkeley.coe.www://http: منبع
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 آموزش؛ بخش كليدي در تحقيقات نانو

بنابر اظهارات محققين، -  2002  دسامبر 12

نانوتكنولوژي  روژهدريافتهدانشمندان  هاي آنها  اند كه پ

رانسي .  باشدآيندگانبايد حاوي منابع آموزشي براي  كنف

هدف تاكيد بر  ملي علوم آمريكا با  در دفتر مركزي بنياد 

بودجه آن  نانوتكنولوژي در دست اجراست كه  تحقيقات 

مطرح شده در اين كنفرانس حاوي برخي اهتمامي پروژه. شودتوسط اين سازمان تامين مي ي 

 .  آموزشي بودتوسعةروشهاي 

يالتي پنسيلوانيالوم مواد عسي و دجان ردوينگ، استاد مهن تمايل اين ":  گفتدانشگاه ا

راً سرپرستي تحقيقات دانشگاه  ".باشدبنياد به آموزش، نشانه مثبتي مي يا اخي نسيلوان اي با  ساله4پ

نانو و بررسي قيقات  ميليون دلار را بر عهده دارد كه اين تح4/1هزينه  عاد  شامل سيمهايي در اب

ردهاي احتمالي آن در كامپيوتر و الكترونيك مي  . باشدكارب

ه ر استاندارد آموزش دوبا متفاوت  آموزشهايآنها در جستجوي روش": وي ادامه داد

هستند يادآوري  گاهي چنان بركار خود متمركز ميمحققين . ليسانس  به آنها  شوند كه لازم است 

ردهن يا تنها دريافت اطلاعات اي از انسانها ميمود كه دامنه گست رنامه و  تواند از همكاري در ب

 ".مند گردندبيشتري نسبت به موضوع بهره

نوجوان مي": وي افزود فوايد تواند از هر  باً در شگفتآموزش  انگيز نانوتكنولوژي تقري

 ".ند گرددمتمام ابعاد زندگي بهره

نه نانوتكنولوژي وجود دارد كه اگر عملي كارهاي بسيار جالب تواند ردد ميگي در زمي

 . مايدنزمينه اين دانش آموزان را جذب شغلهايي در 

نه نانوتكنولوژي، دلايلي تNSFوره ارشد او، مشكو بنابر اظهارت ميهيل ر جربي  در زمي
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 . باشدكنولوژي در دسترس مينيز براي بهبود وضعيت آموزشي نانوت

تظار دارند، ": وي اظهار داشت سا بسيار سريعتر از آنچه مردم ان در آينده نزديك و چه ب

يافت و لازم است مردم  اين زمينه از دانش به صنعت، كشاورزي و مراقبت بهداشتي راه خواهد 

بهره تكنولوژي جديد وارد و از آن   ".مند گردنددر اين 

گفت نياد همچنين در حال آغاز برنامهاين ": روكو   K-12هاي جداگانه ليسانس و ب

نانوتكنولوژي قرار دهدمسير را در جويان باشد تا دانش مي مدلهاي آموزشي 2003تابستان تا .    

رستانها فراهم خواهد شد و در حال حاضر معلمين مشغول همكاري ب اشند بمي NSF  ابراي دبي

ر بودن اين مدلها ب -در حال حاضر دانش. اي برنامه آموزشي اطمينان حاصل شودتا از مناسب 

مكانيك را ميجويان عادي از شيمي يا  اي از آنها را مشاهده آموزند و تصوير گسترده تنها اب

تهما . كنندنمي ياف تحول سازمان  تا اي در آموزش هستيمبه دنبال ايجاد  راگيري با  جوياندانش  ف

عادممطلبي بتوانند فوراً تما  ".دريابند آنرا  اب

نانوتكنولوژي": افزودوي مي نقاط قوت  . اي آن استطبيعت ميان رشته ,يكي از 

پديده پديده نانو نمي ,هاي وابستههاي شيميايي، مكانيكي و  تفكيك توانندر ابعاد  همديگر  د از 

نابراين دامنه وسيعي از علوم در هر پروژه به كار مي. شوند بايد افراد را به .  رودب اجبار به سمت ن

تا ردهدايت ك شدن ايميان رشته به يكديگر را درك كنند،  نياني . آنها خود نياز  قصد ما ايجاد ب

تا سبب شكلدر تمامي رشته  ".گيري رهيافتي هموار در اين عرصه شودهاي تحصيلي است 

نانوتكنولوژي در ژاپن و اروپا به سختي پيش مي": وي اظهار داشت ، رودفعاليتهاي اخير 

نه را بسيار محدود تعريف كرده   ".اندزيرا آنها اين زمي

  com.upi.www://http: منبع
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 برخي از اختراعات مرتبط با نانوتكنولوژي
 )2000از سال  (

زآيندة اختراعات در اين درك اهميت تحقيقات نانوتكنولوژي موجب -2002دسامبر   رشد ف

نه شده است راعات ثبت شده در , در ذيل. زمي . شود  ارائه ميUS Patentsليست برخي از اخت

بسيار اندكي از اين اختراعات است و ارائة تمامي آنها در اين خبرنامه ميسر  فقط درصد  البته اين 

 .باشد نمي

نه  ـ روش ساخت نانو استمپ و ايجاد اجزاي نانومتري1   توسط آن بر روي يك زمي

 6365059: شماره ثبت اختراع 

 2002 آوريل 2: تاريخ ثبت اختراع

مقاومت مغناطيسي به روش   ـ ساخت حسگرهاي مزوسكوپيك غيرمغناطيسي نيمه2 هادي با 

 اي  ليتوگرافي جزيره

 6353317: شماره ثبت اختراع 

 2002 مارس 5: تاريخ ثبت اختراع

بوه نانو3 نة بزرگ توسط روش رسوبدهي  لوله ـ توليد ان هاي همراستاي بسيار خالص بر روي زمي

 شيميايي حرارتي بخار

نانوذرات كاتاليست فلزي بر روي زمينه  ( ها به روش  و رشد نانولوله) 1يكاكح بروش(ايجاد 

CVDبر روي آنها ( 

 6350488: شماره ثبت اختراع 

 2002 فوريه 26: تاريخ ثبت اختراع

بين تيرك و سطح نمونه در ميكروسكپ نيروي اتمي و  ـ ابزار و ر4 رل برهم كنش  وش كنت
------------------------------------------------------- 
1- Etching 
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نانومتري دندانه  سازي 

را سونيك در استن پخش مي تك جداره توسط امواج اولت با تبخير استن،  نانولوله  شود و 

صفحه نانولوله  . شوند هاي مسي لايه نشاني مي ها روي 

 6349591: شماره ثبت اختراع 

 2002 فوريه 26: تاريخ ثبت اختراع

 سازي فيلم نانولوله كربني   ـ روش آماده5

 6346023: شماره ثبت اختراع 

 2002 فوريه 12: تاريخ ثبت اختراع

  ـ توليد مواد با اثرات طول باند نوري6

يمه ايجاد دوغابي از سراميك دي( هادي و يك پليمر و  الكتريك نانوكريستالي يا مواد ن

توان از  مي. زمينه، خشك كردن فيلم حاصل، به منظور حذف پليمرلايه نشاني آن بر روي يك 

به عنوان پليمر استفاده  تانيوم به عنوان مادة سراميكي يا نيمه هادي و از پلي استايرن  اكسيد تي

 .)نمود

 6339030: شماره ثبت اختراع 

 2002 ژانويه 15: تاريخ ثبت اختراع

رودها7   ـ آراية نانو الكت

 6325904:  شماره ثبت اختراع

 2001 دسامبر 4: تاريخ ثبت اختراع

رهاي نساجي 8   ـ ساختارهاي فيبري حاوي نانوفيبريلها و ديگر فيب

قطر بين ( تا 4ساخت نانو فيبرهايي با  ينينگ1 انگسترم  رو اسپ رآيند الكت با ف  ) نانومتر 

 6308509: شماره ثبت اختراع 
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 2001 اكتبر 30: تاريخ ثبت اختراع

 هاي كربن آمورف اختار دهي لايه ـ روش نانوس9

. هادي جهت ايجاد ميدان الكتريكي در لايه كربن بكارگيري يك پروب هادي يا نيمه(

به گونه ي"يا  "گسيل ميدان"اي است كه  فاصلة پروب از لايه  الكترون بين پروب و  "تونل زن

تفاق مي   ).شود بن مي در لاية كرهاييلتاژ اعمال شده موجب ايجاد حفرهو. افتد  لايه ا

 6306779: شماره ثبت اختراع 

 2001 اكتبر 23: تاريخ ثبت اختراع

  ـ الگودهي نانومتري براي ايجاد سيمهاي طولاني 10

 6294450: شماره ثبت اختراع 

 2001 سپتامبر 25: تاريخ ثبت اختراع

مختلف11 رداري و شكل دهي ادوات و سطوح    ـ روش و فرآيند تصوير ب

 6262426: ع شماره ثبت اخترا

 2001 جولاي 17: تاريخ ثبت اختراع

  ـ روش ساماندهي شيميايي قطعات نانومتري12

مولكولهاي (  ). . .  جهت ساخت ترانزيستورها، خازنها، ديودها وDNAاستفاده از 

 6248529: شماره ثبت اختراع 

 2001 ژوئن 19: تاريخ ثبت اختراع

نه13 تة بالا  ـ روش ساخت محيط ضبط مغناطيسي با دا  هاي مغناطيسي منفرد و دانسي

 6214434: شماره ثبت اختراع 

 2001 آوريل 10: تاريخ ثبت اختراع

ز14   ـ فرآيند توليد ذرات بسيار ري
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يك عامل مناسب ( فلزي با  مكانيكي ـ شيميايي يك تركيب  اين روش مبتني بر واكنش 

نانومتري جامد است  . )جهت توليد مواد 

 6203768: شماره ثبت اختراع 

 2001 مارس 20: تاريخ ثبت اختراع

تجهيزات ساخت مستقيم نانو ذرات15   ـ روش و 

 6183817: شماره ثبت اختراع 

 2001 فوريه 6: تاريخ ثبت اختراع

نانونقاط كريستالي 16   ـ روش ساخت حافظة غير فرار با استفاده از 

 6165842: شماره ثبت اختراع 

 2000 دسامبر 26: تاريخ ثبت اختراع

دارورساني در تومورهاي جامد17   ـ استفاده از تشعشع و نانوذرات براي بهبود 

 6165440: شماره ثبت اختراع 

 2000 دسامبر 26: تاريخ ثبت اختراع

 هاي كربني تك ديواره لوله روش آماده سازي نانو -18

گاز بي( رودهاي كربنDCتخليه قوس . شوداثر استفاده مي هليم به عنوان   با فلزهاي  بين الكت

فلزها تشكيل آلياژ , شوند كربن و فلزهاي روي هر دو الكترود تبخير شود متفاوت موجب مي

تشكيل  كاتاليستي  تك ديواره   ).شود دهند و نانو لولة 

 6149775: شماره ثبت اختراع 

 2000 نوامبر21: تاريخ ثبت اختراع

تومي سيل19  يكوني  ـ روش خودساماني نقاط كوان

 6375737: اختراع شماره ثبت 
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راع  2002 آوريل 23: تاريخ ثبتس اخت

كاركرد فيزيكي 20 با    ـ مواد 

 6376655: شماره ثبت اختراع 

 2002 آوريل 23: تاريخ ثبت اختراع

  com.nanotechbulletin.www://http: منبع
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 ت نانوتكنولوژيشركتهاي سازندة تجهيزا

نانوتكنولوژي  -2002دسامبر  به فعاليت در عرصة  شركتهاي زيادي در چند سال اخير 

عاليت اين شركتها بسيار وسيع است. ندا پرداخته  . گسترة ف

در جدول زير ليست شركتهاي فعال در ساخت و ارائة خدمات در زمينة تجهيزات 

 . شود نانوتكنولوژي ارائه مي

هافعال موقعيت شركت  يت

Accurion Scientific 
Instruments 

ايالات متحده آمريكا 
ا  كاليفرني

اين شركت در زمينه تكنولوژي و ابزار آلات 
خواص مهم سطوح  از  و تصويربرداري  تحليل 

يي وبيولوژيكي، شيميا سازي خيرهذو ي دها نيمه 
سته شهرت و صنايع واطلاعات   . اردداب

Alicona Imaging  تهيه نرم افزار جهت پردازش ديجيتال تصوير گراز–اتريش 

Ambios Technology 
ايالات متحده آمريكا 

ا  كاليفرني

يل تحليل جهت كاربردهاي صنعتي تهيه وسا  سطح 
 شگاهينو تحقيقات دا

Ariel Technologies 
ايالات متحده آمريكا 

ا  كاليفرني

نگهداري  بازاريابي و  طراحي، توسعه، ساخت، 
SPMه و وسايل انداز  مايكرويومبتني بر گيري  

قيم و غ  رمخربيمست

Asylum Research 
امريكا  ايالات متحده 

ا  كاليفرني

راي علم و تكنولوژي در ابعاد  تهيه ابزار تحقيقاتي ب
و  نيروهاي مولكولي (MFPنانو  وسيله)پروب  ا ؛  اي ب

نيوتن براي اندازهحساسيت ي -نيروگيري ك پيكو
نها ميهاي بين مولكولها و در   .اشدبون آ

E&Atomic Force F منهيم -آلمان 
ه گيري آزمايشگاهها در زمينه گسترش وسايل انداز

و   نعتي صتحقيقات علمي 

BioForce 
Nanosciences 

 اكايالات متحده آمري
Ames 

يه نوآرا اتوري نا يهاي فوق ميني ، ايتوسعه تكنولوژ
جامد  از  الا در ف ا ظرفيت ب براي تحليل بيومولكولي ب

 AFMت و محصولا

Bruker AXS 
ايالات متحده آمريكا 
 ويسكانسين مديسون

اشعه ايكس  فته  و تهيه سيستمهاي مجتمع و پيشر
و  ئه راه حلهاي كاملي براي تحليلهاي مولكولي  ارا

اشعXRDبنيادي توسط   ه و خاصيت فلورسانس 
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 ايكس

Copenhagen Applied 
Research 

 بايگنلي -دانمارك

ا كيفيت بالا را براي  اين شركت سيستمهاي ب
نيكي خواص موا د در ابعاد بررسي دقيق الكترو

و يك ميكرو تهيه مي ه براي MFPPكند  چندكار  
ه لكتريكي در ابعاد ميكروانداز قيق ا ئه  گيري د ارا
ر يك سيستم خودك. كندمي ار پروب پيمايشگر ب

نقطه -اساس پروبهاي ميكروسكوپي چهار 
استخ نيز در اين شركت درحال ساSCOMاي ت 

Danish Micro 
Engineering 

 STM,SNOM,AFMتهيه كننده محصولات  هرلو_دانمارك

DCA Instruments جهان اسر  و در سرت و ساخت فنلاند  ، سيستمهاي پردازش فيلم UHVطراحي 
اجز و   ء آن انازك 

Diagnostic 
Instruments 

ايالات متحده آمريكا 
ن  ميشيگا

و محصولات آن سازنده دوربين هاي ديجيتال 
ررسي  كوپي س ميكروهايجهت ب

Energy Beam 
Sciences 

ايالات متحده آمريكا 
 ماساچوست

و فروش  محصولاتي در زمينه طراحي، ساخت 
اسي، ميكروسكوپبافت نوري، ميكروسكوپ شن

و محصولاتي  جهت توليد، الكتروني، علم مواد 
ل رتو ا رد تكنولوژي پ و كارب  ترون ككنترل 

Evex Analytical 
ايالات متحده آمريكا 

 نيوجرسي

رداري دي جيتال براي تحليل ميكروني، تصويرب
SEM ,ههاي اشعه ايكس و نقطنمايش دهنده 

لكتروني، مواد  وسايل ميكروسكوپ ا كوانتومي، 
تجاري آزمايشگاهي خصوصاً در زمينة سطح، فيلم 

يي مقادير اند اسا و شن   موادكنازك 

EXFO كبك -كانادا 

و اجراي  هطراحي  و آزمايش، انداز نمايش  گيري، 
ئه  براي صنعت راه حلهاي اتوماسارا فيبرنوري  يون 

عملكرد بهينه،  نند آزمايش  ني، ما جها ارتباطات 
ه  ومترينمكاندهي ناگيري و وسايل انداز

FEMLAB 
استوكهلم و  سوئد، 

 سرتاسرجهان
يكيفاري براي مدلسازي راه حلهاي نرم افز  يز

Fischione Instruments
امريكا  ايالات متحده 

ا لواني  پنسي

ه و سازنده تجهيزات آماد وسازيطراح    
رداري وسيلةنمونهاز  تصويرب به   ميكروسكوپ ها 

 ترونيكال
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Forevision 
Instruments 

اددحي -هندوستان ئه كننده خدمات علمي در هندوستان  رآب  ارا

Genicon Sciences 
امريكا  ايالات متحده 

يگون سا   د
 علوم زيستي

Infinitesima يستولرب -انگلستان 

اين مجموعه، شركتي جديد در زمينه تكنولوژي 
SPMعنوان 2001ال اين شركت در س.  است به   

نشگاه بريستول شكل گرفت SPMهمكار گروه   دا
ه و كاربردهاي  وسايل ساد و بر تجربه خود در زمينه 

ليمر مت  ي استكآن در علم بيولوژي و پ

JEOL USA 
يكا  ايالات متحده آمر

ا  اچوستس م

ارائه دهنده خدمات  و  سازنده، فروشنده 
لكتروني مانند   TEMها و SEMميكروسكوپهاي ا

طيف  نند  يل تحليلگر ما وسا نواع مختلفي از  ها و ا
، NMRسنجهاي جرم،  ها و تجهيزات ESRها 

 هادي نيمه

JPK Instruments برلين -آلمان 
و در حال رشد در زمينه  جوان  اين مجموعه شركتي 

است   نانوبيولوژي 

 -Leica Microsystems 
 yLight Microscop

Unit 
زلارو -آلمان  ت

ه ئة را احلارا يي بر مبناي ميكروسكوپهاي نوري ب  ها
ردهايي در زمينه  راي كارب درجة تفكيك زياد ب

ازار و ب  صنعت  بيوپزشكي 

LEO Electron 
Microscopy 

 كمبريج -انگلستان
 ايركوخن  -آلمان

يكا   آيالات متحده آمر
 رنوودت

CVPSEM,TEM 

MikroMasch 
& Cantilevers 

 SPMroGratings f 

يكا  ايالات متحده آمر
و  ]لنداورگان پورت

كشورهاي  بسياري از 
 [ديگر

 SPMمحصولات 

Molecular Imaging 
 ، ايالات متحده آمريكا

اآريزو  ن
 SPMمحصولات 

Molecular Imprints 
يكا  ايالات متحده آمر

 تگزاس 

از سيستمهاي , طراحي، توسعه و نگهداري  ساخت 
هليتوگرافي مورد  وسايل نيماستفاد هاي ه سازندگان 

MTS Systems يكا نيكي و شبيه ايالات متحده آمر سازي مانند تهيه تجهيزات آزمايش مكا



نانوتكنولوژي  نيمة دوم دي-30ة رشما(خبرنامة    81( 27

ايم يش نسوت نومهايآزما نيكك نا  يا

nanoAnalytics سترم -آلمان  ون
اسايي  ئه خدمات آزمايشگاهي، در زمينه شن ارا

  نانووبعاد ميكرو حي در اهاي سطويژگي

Nanofactory 
Instruments 

 تنبرگوگ -سوئد

بي ه و  ئه راه حلهاي ساد راي مصرف ارا نظير ب
وسايل TEMكنندگان  به   و مجهز كردن آن 

ه هاي راي مشاهده ويژگيگيري بدستكاري و انداز
نيك و مكا نيكي   مواد يالكترو

NanoInk 

ايالات متحده 
 كاگويش_آمريكا

 

 نانوليتوگرافي

Nanonics Imaging ئيل اسرا  رشليموا -رژيم 
ئه راه حل ا  ميكروسكپاجتماعهايي براي ارا هاي ب

الادرجه تفكيك  ,SNOM, PSTM انند م ب
ANSOM, AFM, CCD, SEM 

Nanoscience 
Instruments 

ايالات متحده آمريكا 
ا  آريزون

و تداركات  نو به همراه ملحقات  تهيه وسايل علوم نا
و مهندسين  براي محققين 

Nanosensors محصولات  وكاسلين -سوئيسAFM,SPM  

NanoSurf الل -آلمان  يست
اصلي اين شركت بر تحقيق و توسعه   SPMتمركز 
ا درجه تفكيك نانومتري م زاري ب  باشديو ايجاد اب

Nanotec Electronica ا ني  ادريدم -اسپا
گسترش  وسايل SPM طراحي و ساخت و   ها و 

 به آن وابسته

Novascan 
Technologies 

امريكا  ايالات متحده 
 آيووا

رداري و دستكاري مولكول  يل تصويرب وسا توسعه 
طهاي ميكروسكوپي و ناندر محي  سكوپيو 

nPoint 
ايالات متحده آمريكا 
 ويسكانسين مديسون

ام  ] از اين با ن PIEZOMپيش  AX Technologies 
قطعات متحرك بسار دقيق و كنترل  [شهرت داشت

ا كننده يي براي تحقيق و توليد در ابع   نانودها

MDT-NT مسكو -روسيه SPMات آنق و ملح 

Obducat مالم -سوئد 

و  يي براي توليد  يها و فرايندها تهيه و توسعه تكنولوژ
ه ئه را و ارا ارها  نوساخت هايي حلتحليل ميكرو و نا

جام  ا ذخيربراي ان ه اطلاعات، فعاليتهاي مرتبط ب
و  تابلوهايها، هادينيمه  سگرهاحمدارچاپي 

Omicron مشهور در وسايلي براي علم سطح و  وستيننتا -آلمانSPM 

Olympus املهاحكرومي ژاپن 



نانوتكنولوژي  دي  -30شمارة (خبرنامة  28 )81نيمة دوم    

Pacific 
Nanotechnology 

ايالات متحده آمريكا 
ا  كاليفرني

و خدمات پيشرفت در   تهيه كننده محصولات 
 نانوتكنولوژي و علوم نانو

Physical Electronics 
ت متحده آمريكا ايالا

، و سراس   جهانرمينسوتا

يي ويژگي اسا و شن هاي مواد، وسايل،  تحليل سطح 
و ور خدمات آزمايشگاهي   مشا

Quesant Instrument 
Corporation 

ايالات متحده آمريكا 
ا  كاليفرني

 SPMسازنده 

RHK Technology 
يكا  ايالات متحده آمر

نيم  شيگا
كامل توليدات  خط  و بازارياب  طراح، سازنده 

SPM 

MSC/Rigaku وسايل تحليلي و صنعتي  توكيو_ژاپن  تكنولوژي 

SEMTech Solutions 
امريكا  ايالات متحده 

ا  اچوستسم

SEMجهت  و سخت افزارها و نرم في  اضا افزارهاي 
يارتقاء سيستم  وبرا  آموزش  تحقيق 

SENTECH 
Instruments 

 برلين -آلمان
و فروشنده برا ي سنجش فيلم سازنده، توسعه دهنده 

و تكنولوژي پردازش   لاسماپنازك 

MDT-Silicon مسكو -روسيه 

و تكنولوژيك شركت  همكار تجاري 
MikroMasch ليكون تجاري حاملهاي سي  و سازنده 

ليبرو محدوده   SPM ي برااسيونهاي كا
Sputtered Films طعات  زجزاتره -آلمان  SPMسازنده ق

Surface Imaging 
Systems  

لكترونيك  كننده تجهيزات ميكروا و تهيه  سازنده 
 دقيق براي ساخت و پژوهش 

Team Nanotech آلمان 

از 1997در سال  به عنوان بخشي   IBM آلمان 
يه. تاسيس شد كننده آرا اي تيرك پروب توليد 
يي ويژگيAFMسيليكوني  اسا ين  و شن  تيركهاهاي ا

اجزاء  و توليد   سيليكوني MEMSو همچنين توسعه 
لكترون و ابزار  سه بعدي براي سيستمهاي پرتوا

الات  اپتيكوي و ميكرميكروسي

Tegal Corporation يكا , MEMS ايالات متحده آمر ا, نيمه هاديها  لاعاتطمخابرات و ذخيرة 
copysoO Micr-Tripleتوليد كننده  آلمانSPM 

Veeco Instruments 
ايالات متحده آمريكا 

 نيويورك

و اندازه ادوات سنجش  ني  جها كننده  ، گيريتوليد 
يون رتو حكاكي با پ تادوات   فرايند ، تجهيزا

از دهيرسوب  در توليد اجزا مورد ني
لك  رونيكتميكروا
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WITec 
و ايالات متحده  آلمان 

يكا  امر

سازنده تجهيزاتي با عملكرد بهينه براي كاربردهاي 
ر راه حل ا تمركز ب عتي، ب و صن  جديدي هايعلمي 

 SPMو  براي ميكروسكوپ نوري

Zeiss اسر جهان و سرت ه آلمان   يري گمحصولات سنجش و انداز
  com.now-nanotech.www://http:  منبع


